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本研究部門では、ナノテクノロジーに関連する分野横断型の総合的な研究を”ナノミクス”と命名し、
（１）原子・分子スケールで構造制御した構造化機能ナノ材料を 金属、半導体、高分子、無機、有機、バイオなどの多様な材料 と組

み合わせる事によって、量子効果を基礎とした新規機能を 発現させるナノテクノロジー
（２） 原子・分子スケール構造制御で構築された構造化機能ナノ材料 をより高次に構造化するナノシンセシステクノロジーに関する基盤

技術研究を遂行する。
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Advantages of our method

Gold nanostructures selectively grow on the FIB-
amorphized silicon surface on a crystalline silicon wafer
when the silicon wafer is exposed to a simple HAuCl4
aqueous solution.
The dangling-bond defects, which are energetically
located at around the Fermi level and exist in large
concentration in the amorphized silicon, seem to reduce
the Au ions.

Summary

1. Sputter-deposited amorphous silicon (a-Si)
2. Fracture surface of crystalline silicon (c-Si) 

Importance of silicon-dangling-bond defects in our method

, instead of FIB-amorphized silicon for 
XPS measurement.

FIB irradiation amorphizes silicon
Amorphized silicon has a lot of dangling-bond defects

Growth of gold vs. oxidation on the surface of:

Experimental Procedure

Kyoto Univ. seal composed of
gold nanostructures prepared
using a simple HAuCl4 (aq).
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